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YBoa: MOCOET tpanzucrop — npunimn paga — MOCDET ca unaykoBaHuM U yrpal)eHUM KaHAJIOM
- IOHABJbAE Ca MIPETXOIHOT yaca

T'naBum neo:

MOC®ET ca aBa rejra.

Bunenn cmo ko OumonapHOT TpaH3UCTOpa Ja je KamanuTUBHOCT m3Mel)y y nasHe u uznasHe
€JIEKTPO/IC TJIaBHU Pa3Jior 3a ciad paj Ha BUCOKHUM ydecTaHoctuMa. CIMYHO ce AemraBa M KoJ Ouiio
Kojer Tuma ¢eTa Ha BIHCOKMM ydecTaHOCTHMa. 300T Tora ce MoHeKaja ymoTpeOJsbaBajy /Ba IMOBE3aHA
MOSFET-a ca yrpaljenum kaHanoMm Ha jeJHOj TOJUI03H, Kao Ha ci.l.a. FberoBa ekBuBajcHTHA IIeMa
kojy uune nBa noBezana MOSFET-a je npukasana Ha cin.1.06, a memaTcka o3Haka Ha cii.1.B. M3naszue
KapaKTepHCTUKE ce OOWYHO Majy 3a jelaH TejT, OK Ce IPYTH IPXXKU Ha CTATHOM MOTEHITHjalry.
[Ipumep oBakBor MOSFET-a je 3N200; merosa kananuTHBHOCT u3Mely npejaa u npsor rejta (G1) je
oko 0,02 pF.
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Cnuka 1. Npecek MOSFET-a ca aBa rejta; 6) heroBa eKBMBaJICHTHA LLEMA;
B) Hberosa LIeMaTCKa O3HaKa.

MOSFET-oBu ca 1Ba rejTa ce KOPUCTE NPBEHCTBEHO Kao IOjayaBavyd Ha BPJIO BHCOKHUM
yuectaHoctuMa (Ha mpumep Ha 200 MHz). Takohe ce vecrto ymorpeOspaBajy 3a Mellame JBAjy
yuectaHocTd. MlHaue, MemameM JIBajy yU4ecTaHOCTH ce JOOHje lUXOB 30Up U pa3iuKa.

VMOSFET-oBu.

Ho canga obpahene Bapujantre MOSFET-oBa cy u3pahusane y rianapHoj TexHuuu. [Ipoogau
KaHaJ je OMo pelaTHBHO TaHAK M jJyradak. 300T TOra je OTIIOPHOCT KaHaia Ouiia pelaTUBHO BEJIHKa, a
JI03BOJbEHA CTPYja JpejHa MaJia.

Oxo 1976. roaune je mouena npousBoama HoBor Tuna MOSFET-a, ko1 Kojer moctoju Kparak
W NIMPOK KaHal W KOJ| KOjer CTpyja Moxe Ja Oyae penaTHBHO Benuka. KaHanm je mocTaBibeH
BepTukanHo ma ce 30or tora HazuBa VMOSFET (BepruxkannuMOSFET). dyHkunoHanHu mpecek
VMOSFET-a je mpukazan Ha ci.2. IlomasHa ocHoBa je moiympoBomHuk N* Tuma (ca BeawKoM
KOHIIeHTpanujoM npumeca N-Tuma), Ha KojeM ce popMupa enuTakcHjaiHu cioj. Enntakcujamau cioj
je MOoJIyIIPOBOIHUK ca ¢1adoM KOHICHTpaiujoM N-mipumeca. Y eNMUTaKCHUjaTHOM ClI0jy ce audy3ujom
dopmupa P-cioj, y KojeM MOXe Jla ce WHIYyKyje NMpoBOJHU KaHan. Ha moBpmmHCKoM nenmy P-
noJynpoBoJHuKa ce takohe nudysujom popmupa N* obmact, koja mpeacTaBiba cope. Jlocanammbu
MOCTYTIAK je BeoMa CIIMYaH NOCTYNKY GopMUparma eNUTaKCHjaTHOT OUTIOIapHOT TpaH3ucTopa. Y Tako



(dbopMHpaHUM CII0jeBUMa CE€ MOCEOHMM MOCTYIIMMa Harpu3ama ¢opmupa kanan "V" obimka. Ha
IETOBY TMOBPIIUHY C€ HAHOCH CJI0j CHJIMIHjyM IOHOKCHIA, HAa KOjU C€ HAHOCH METAIHH CJIOj, KOjU
4yuHH rejT. JIpejH ce Hanas3u Ha JI0Kk0j CTPaH! U HeroB MPUKJbyYak ce HaHocu Ha N* momory. [Topen
VMOS BapujaHTe, IOCTOj€ U Ipyre CIUYHe KOHCTPYKLHje, kao Ha mpumep DMOS, TMOS uTx.
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Cn.2. IIpecek VMOSFET-a

Usmel)y copca u apejua mocroju P-obnact, y ko0joj He moctoju hopmupann kaHai To 3Ha4n
Jla KaHaJl MOXe J1a ce MHAyKyje u aa ce paau 0 MOSFET-y ca unnykoBaHuM KaHaioM. AKO ce Ha I'ejT
MPUKJbYYH JOBOJHHO IMO3UTHBAH HAMOH, Y P-o0mactu ce GpopMupa mpoBoJHH KaHAT U CTpYyja Teue Of
IpejHa Ka copcy. M3ma3He kapakTepucTHKe Ccy Beoma cimyHe kapakrepuctukama MOSFET-a ca
MHAYKOBaHUM KaHAJIOM Y IUIaHAPHO] TEXHUIIM, CaMO Cy BPEIHOCTH CTpyja ApejHa maneko Behe. Ha
ci.3. cy mpukazaHe uznasHe kapakrepuctuke VMOSFET-a VN88AF, pupme Cunnkonuke. Tummana
BPEIHOCT CTpYyje ApejHa jeé HEeKONHMKO amIepa, Maaa Moxe na Oyze m 3HaTHO Beha (Ha mpumepsa
MTE200NO5 ¢upme Motoposa makcumanHa ctpyja je 200 A). MakcumanHa J03BOJbEHA CHara
Takohe Moxke sa Oyze 10cTa BeNWKa M Jla M3HOCH HEKOJHMKO jJeceThHa BaTa (Ha mpumep 125 W 3a
BUZ45 ¢dupme Cumenc). Kon Hekux THIoBa J03BOJbEHM HANOH M3Mel)y JpejHa U copca MOXKe Ja
Oyze penatuBHO BUCOK (Ha mpumep 1000 V 3a BUZ54 pupme Cumenc).
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Cnuka 3. Uznaszue xapakrepuctuke VMOSFET-a VN 88AF



VMOSFET-oBu mory na Oyny u P-kanamHor Tuma, Kof KOjUX ¢y 00JacTUCYHNpPOTHE BpPCTE a
HAIIOH U CTPYja CYIPOTHOI cMepa.

Hasenene Bpcte VMOSFET-oBa cimyxe Kao Op3u NpeKuAadd y eNEeKTPOHCKAM KOoJInMa
peNaTUBHO BeNuke cHare. ViMajy penaTHBHO BelWke MeljyeleKTpoiHe KananuTHBHOCTH. Ha mpumep,
ko VMOSFET-a BUZA4S5 je kanamutuaocT Cps = 200 pF, Cgs = 3500 pF u Cpe = 100 pF. Bpeme
ncKJbyunBama je oko 450 ns. Heke Bapujante VMOSFET-oBa ce ynorpe0spaBajy Ha BpJIO BUCOKUM
ydecTaHOCTHMA 3a Tojadame cHare, kao Ha mpumep VMP4 ¢upme Cunmkxonmke Ha 450 MHz.
YnotpebibaBajy ce Takohe y M3JIa3HOM CTEIeHYy HHCKO(PEKBEHIM]CKOT T0jayaBada CHare Ha MecTy
KOMILIEMETHAPHOT I KBA3UKOMIUIEMEHTAPHOT Tapa TpaH3ucropa. thuxosa mocebHa oiika je mro
ce TPWJINKOM 3arpeBama NoBehaBa OTIIOPHOCT MPOBOAHOT KaHalla M TaKO CMamyje CTpyja ma Texe
71071437 0 HEKOHTPOJIMCAHOT MperpeBama 0Be BPCTE TPAH3UCTOPA.

ITurama 3a no”aspame — nomahu:

e Kako ce noouja MOSFET ca nBa rejra u uemy Ciryxu?
e Kaksor tuna cy VMOSFET-oBu?
o Konuka Mmoxe aa 0yne crpyja kon VMOSFET-oBa?

OnroBopuTe KOJIMKO MOXKETE U OArOBOpE MolnabuTe Ha ivanradosavljevic.ets@gmail.com
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